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그래핀 코팅층을 이용한 고품위 질화물계 박막 성장
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  현재 고품위GaN 박막 성장은 사파이어 기판이 주로 사용되며, 사파이어 기판 상에 저온에서 질화

물 완충층을 선성장한 후 고온에서 GaN 박막을 성장하는 2단계 공정법을 일반적으로 택하고 있다. 
본 연구에서는 새롭게 주목받고 있는 신소재인 그래핀을 본 실험실에서 기개발한 확산이용형성법을 

이용하여 사파이어 기판에 직접 코팅하여 이를 완충층으로 사용한 후, MOCVD를 이용하여 저온 완충

층의 성장없이 고온에서 직접 성장한 GaN 박막에 관한 연구를 진행하였다. 매우 얇은 두께인 ∼0.6 
nm의 그래핀을 완충층으로 도입함으로써 GaN의 성장모드가 3차원 모드에서 2차원 모드로 바뀜을 확

인 할 수 있었고, 그래핀 완충층의 두께가 점점 두꺼워짐에 따라 고온 성장한 GaN 박막의 구조적, 광
학적 특성이 향상되어 기존의 2단계 성장법으로 얻은GaN 박막의 특성에 비견할 만큼 향상됨을 확인

할 수 있었다. 그래핀상에 성장한 GaN 박막과 2단계 성장법으로 성장한 GaN 박막 상에 동일한 

InGaN/GaN 다중양자우물구조를 형성하여 유사한 내부양자효율을 얻을 수 있게 되어, 그래핀을 완충

층으로 한 GaN 박막의 광전 소자에의 응용가능성을 확인 할 수 있었다.
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  Electrons in graphene make ballistic transport with very high mobility (∼2×105 cm2V-1s-1), which holds 
promises for applications in fast electronic devices. However, such expectations have been hampered by the 
semi-metallicity or zero bandgap of graphene, which makes it impossible to completely turn off graphene 
transistor devices. Here, we report the observations of local bandgap modulations in Moiré patterned 
graphene on metal substrates using scanning tunneling microscopy and spectroscopy. The Moiré patterned 
graphene was made by combinations of self-assembly processes, and they showed additional electronic 
states that could be interpreted as sub-band states. Our experimental observations could be explained with 
orbital transitions of carbon atoms from sp2 to sp3, as supported by our density functional theory 
calculation results. Our findings will add new poweful components for device applications.
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